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Prijdte si poslechnout fascinujici pfednasku o nejnovéjsich pokrocich
v technologii SiC.

Ziskejte jedinec¢né poznatky o budoucich trendech a aplikacich této prevratné
technologie, pfimo od jednoho z pfednich odbornikd v oboru.

Provedeme vas inovativhimi metodami vyroby, které umozniuji SiC polovodicim
dosahovat vyjimecnych vlastnosti, jako je vysoka teplotni odolnost a vykon pfi
vysokych frekvencich, napétich a proudech.

Zjistéte, jaky dopad muze mit tato technologie na budoucnost udrzitelné
energie a elektronickych zafrizeni.

Objevte, jak SiC technologie transformuje energetické systémy a elektroniku,
a to diky své schopnosti zvySovat uc€innost a snizovat energeticke ztraty.

Prednaset bude Radim Ctvrtlik,
Senior Material Science Engineer

adlm Ctvrtlik ptsobi v R&D tymu spoleénos
onsemi, kde se zamé&fuje na vyvoj epitaxialniho
ristu vrstev karbidu kiemiku (SiC) metodou
CVD a jejich charakterizaci. Absolvoval Univerzitu
Palackého v Olomouci, kde ziskal diplom
z aplikované fyziky a metrologie a doktorat
Z depozice a charakterizace tenkych vrstev.
Vyzkum provadél na Fyzikalnim Gstavu AV CR
a Virginia Polytechnic Institute and State
University (USA). Jeho vasen pro vyzkum je
pohanéna touhou nejen pochopit, ale i zuzitkovat
znalosti 0 tom, jak technologické podminky
ovliviiuji strukturu, slozeni a fyzikalni vlastnosti

tenkych vrstev a poviaku. /
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